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<Исследование механизмов токоrтрохождения в многопереходных
фотоэлектрических преобразователях), представленной к защите на
соискание учёной степени кандидата физико-математических наук по
специ€rпьности 1.3.1 1 <Физика полупроводников>

На сегодняшний день возрастает роль солнечной и лазерной энергетики в
космосе. Возникает необходимость создания фотоэнергоустановок (ФЭУ)
космических аппаратов с использованием фотопреобразователей, которые
обладают высоким начzulьным КПД, пок€lзывают минимЕlльную
предск€вуемую деградацию фотоэлектрических характеристик в процессе
эксплуатации. Персгrективным способом решения этих задач является
применение наногетероструктурных многопереходных фотопреобразователей
(МП ФЭП) из полупроводниковых материztлов А3В5. Основным
направлением диссертационных исследований Е.В. Контрош является
исследование влияния на КПД многопереходных фотопреобразователей
механизмов транспорта носителей заряда в фотоактивных субэлементах и
соединительных туннельных диодах.

Во введении диссертационной работы Е.В. Контрош обоснована
акту€tльность темы, сформулированы цель и защищаемые положениrI,
обосновывается практическая значимость и наr{ная новизна.

В первой главе IIредставлен обзор современного состояния наземной и
космической концентраторной фотоэнергетики. Определены общие мировые
тенденции для увеличения эффективности МП ФЭП. Представлены

результаты теоретических и эксперимент€lJIьных исследований автора.
Проведено исследование влияния механизмов токопрохождениlI в
трёхпереходньIх InGaP/GaAs/Ge ФЭГI на КПЩ. Выявлено н€LJIичие S-образной

формы прямых темновых и световых ВАХ InGaP/GaInAs/Ge

фотопреобразователей при температурах ниже 200 К, обусловленное
вJIиянием туннелъно-ловушечного механизма транспорта носителеЙ заряда.
Показано, что доминирование туннельно-ловушечного механизма транспOрта
носителей заряда шри плотности темновых токов от 1 mА/сm2 до 100 mА/сm2
ведёт к снижению фактора заполнения нагрузочной ВАХ и КIIД
InGaP/GaInAs/Ge фотопреобразователей.

Во второй главе представлены результаты исследованиrI механизмов
транспорта в соединительных GaAs/AlGaAs туннельных диодах. Автором

установлено, что плотность пикового тока тунЕельного p-i-n диода,
созданного на основе гетероструктуры n**GaAs/i-GaAs/pn*Alr,Gal_*As,
возрастает при увеличении толщины i-слоя, имеет максимум, а затем
снижается из.за роста толщины потенциsLльного барьера, через который
туннелируют носители заряда. Было пок€вано, что вкJIючение тонкого
наноразмерного нелегированЕого i-GaAs слоя между вырожденными n**GaAs
и p**AlrGar-Лs областями соединительных туннельных диодов обеспечивает
температурную стабильность вольтамперных характеристик соединительньtх



элементов. Следует отметить, что на основе выполненных исследований 
автором впервые предложена новая конструкция соединительных ТД на 
основе гетероструктуры n++GaAs/i-GaAs/p++ AlxGa1-xAs с промежуточным 
нелегированным i-GaAs слоем, перспективная для реализации 
высокоэффективных многопереходных фотопреобразователей не только 
солнечного, но и лазерного излучения. 

Основные результаты диссертации опубликованы в академических 
научных журналах, неоднократно докладывались на научных конференциях 
различного уровня. 

На основании вышеизложенного считаю, что работа Контрош Е.В. 
«Исследование механизмов токопрохождения в многопереходных 
фотоэлектрических преобразователях» отвечает всем требованиям положения 
ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН о порядке присуждения учёной степени, 
предъявляемым к диссертации на соискание учёной степени кандидата 
физико-математических наук, и может быть представлена к защите на учёном 
совете 34.01.02 при ФТИ им. А.Ф. Иоффе по специальности «физика 
полупроводников (1.3.11)». 
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